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微細パターン描画・形成において、電子ビーム露光の近接効果が問題となる場合がある。

GaAs 基板上のリフトオフプロセスにおける近接効果補正の最適化を行った。 
 
近接効果補正を評価するため、図 1(a)のテストパターンを用いた。中段に、エリアドーズによる４つの四角形

（0.1µm 角）とラインドーズによる３本の縦線(各々、20nm 離れた 2 本の線描画)が周期的に並んでおり、このパタ

ーンの出来を評価する。上段には 0.2µm、下段には 0.3µm のパターンが、x > 0 の十分に広い領域で描かれて

おり、中段の微細パターンに近接効果を与える。すなわち、近接効果は、x < 0 で少なく、x > 0 で顕著に表れる。 
近接効果補正は、藤澤研究室で開発したプログラム FuPEC を用いた。これは、微小に絞られた電子ビームに

対して、積分強度比η・幅βで広がったガウシアンの近接ビームがあると仮定し、描画領域のドーズ量がほぼ一定

になるように、各図形を等間隔メッシュで分解した細分化パターンのドーズ量を調整するものである。様々なパラメ

ータ（η、β）で近接効果補正をおこいない、プラットフォームの電子ビーム露光(加速電圧 100kV)で描画し、所望

のパターンに近い構造を得るために適したパラメータを抽出した。GaAs 基板上にレジスト:ZEP 100nm を塗布し、

目標ドーズ量 400 µC/cm2で描画、現像(xylene 10sec)の後、Ti 薄膜(約 40 nm)を蒸着後、リフトオフプロセス

（NMP)を行った。  
近接効果補正を行わない場合で、x > 2 µm でパ

ターンが広がっている[図 1(b)]。FuPEC（η = 1.5, β 
= 3 µm）を用いた場合、ほぼ均一でシャープなパタ

ーンが形成されている[図 1(c)]。本手法を用いて半

導体ナノ構造を作製し、低次元電子系の物理現象

の解明を進める予定である。 
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図 1 (a)テストパターン (b) 近接効果補正をしない

場合のリフトオフパターン  (c) 近接効果補正

(FuPEC)を行った場合のリフトオフパターン (b)(c)
は、約 40nm のチタン薄膜パターン。 


